Gan开关管关键参数及应用

1、VDSS - 漏极与源极之间所能施加的最大电压值；VGSS - 栅极与源极之间所能施加的最大电压值；
2、VGS(th) - 器件的开启电压(阈值电压)，对于N器件VGS超过 VGS(th) 时，N器件就会导通；
[bookmark: _GoBack]3、ID  - 漏极可承受的持续电流值，此值受到导通阻抗、封装和内部连线等的制约，超过该值会引起热失效；
4、IDM - 漏源之间可承受的单次脉冲电流强度，如果超过该值，会引起过热烧蚀风险；
5、PD -  最大耗散功率，指器件性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率，常用于计算器件的温升；
6、RΘJC -  Junction-to-case结到壳热阻；RΘJA -  Junction-to-ambient结到环境热阻；
7、IGSS  -  栅极驱动漏电流，IDSS  -  漏源漏电流；
8、RDS(ON)   -  器件的导通电阻，其决定器件工作的导通损耗；
9、Ciss   -  输入电容，Ciss=Cgs+Cgd，Cgs影响器件的开关时间，值越大开通及关断时间就越慢，开关损耗越大；
10、Coss   -  输出电容，Coss=Cds+Cgd，Cgd=Crss(米勒电容)。Cds影响开关损耗，Cgd在驱动能力较弱时，易
引起Vgs的米勒平台，其次漏极有异常高电压时，影响传输到Gate电压能量的大小，会对雷击测试有一定影响;
11、Qg - 栅极电荷，影响驱动速度，Qrr反向恢复电荷，影响器件的反向恢复时间，一般E-GaN的Qrr为0；

